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TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Səthi potensial çəpərli kontakt hadisələri 
Əlavə elektrik sahəli real metal-yarımkeçirici makro-, mikro- və nanokontaktlar fizikası. 



Mühüm nailiyyətləri: 

 Real metal – yarımkeçirici kontaktlarda (MYK) Əlavə Elektrik Sahəsinin yaranması hadisəsini kəşf 
edibdir; 

 Əlavə elektrik sahəli düzləndirici və omik  MYK-nın işlək Energetik Modellərini və Cərəyan Axını 
Mexanizmlərini işləyib hazırlayıbdır; 

 Real düzləndirici MYK-nın fiziki parametrlərinin  kontaktın həndəsi ölçülərindən asılılıqlarının 
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